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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月4日(2008.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含み、任意にイソ
シアネート反応性基を含んでよい、アロファネート基含有バインダーの製造方法であって
、
A）まず、１種以上のウレトジオン基含有イソシアネート官能性化合物を、
B）化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応する基を含み、イソシア
ネート反応性基を含む、１種以上の化合物と反応させ、次いで、
C）成分 B）以外の１種以上のヒドロキシル基含有化合物（これら化合物の少なくとも１
つは 2 以上のヒドロキシル官能価を有する。）と、
D）触媒としての１種以上のフェノキシド基含有化合物、並びに
E）任意に助剤及び添加剤の存在下、反応させ、
成分 C）の化合物との反応が少なくとも部分的にアロファネート基の形成を伴って進行す
る方法。
【請求項２】
　成分 A）のウレトジオン基含有化合物がヘキサメチレンジイソシアネートに基づくこと
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を特徴とする、請求項１に記載のアロファネート基含有バインダーの製造方法。
【請求項３】
　成分 B）に、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシプロピルアクリレート、
4-ヒドロキシブチルアクリレート、ポリエチレンオキシドモノ（メタ）アクリレート、ポ
リプロピレンオキシドモノ（メタ）アクリレート、及び／又はアクリル酸とグリシジルメ
タクリレートとの反応生成物を使用することを特徴とする、請求項１又は２に記載のアロ
ファネート基含有バインダーの製造方法。
【請求項４】
　成分 C）に、単量体のジオール及びトリオール、それら由来のポリエーテル、並びに 1
,000 g/mol 未満の平均分子量 Mn を有するポリラクトンからなる群から選ばれる１種以
上の化合物を使用することを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載のアロファネー
ト基含有バインダーの製造方法。
【請求項５】
　成分 D）に、触媒として、テトラブチルアンモニウム 4-(メトキシカルボニル)フェノ
キシド、テトラブチルアンモニウム 2-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチ
ルアンモニウム 4-ホルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウム 4-ニトリルフェノ
キシド、テトラブチルホスホニウム 4-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチ
ルホスホニウム 2-(メトキシカルボニル)フェノキシド、テトラブチルホスホニウム 4-ホ
ルミルフェノキシド、テトラブチルアンモニウムサリチレート及び／又はテトラブチルホ
スホニウムサリチレートを使用することを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載の
アロファネート基含有バインダーの製造方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の方法によって得られる、化学線暴露時にエチレン性不
飽和化合物と重合を伴って反応する基を含むアロファネート基含有バインダー。
【請求項７】
　a）１種以上の請求項６に記載のアロファネート基含有バインダー、
　b）任意に、１種以上の、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応
する基を任意に含んでよい、遊離イソシアネート基又はブロックトイソシアネート基含有
ポリイソシアネート、
　c）任意に、成分 a）の化合物とは異なり、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と
重合を伴って反応する基を含み、任意にイソシアネート反応性基を含んでよい、他の化合
物、
　d）任意に、１種以上の、化学線暴露時にエチレン性不飽和化合物と重合を伴って反応
する基を含まない、活性水素含有イソシアネート反応性化合物、
　e）開始剤、
　f）任意に助剤及び添加剤
を含んでなる被覆組成物。
【請求項８】
　請求項６に記載のアロファネート基含有バインダーから得られた被覆剤で被覆された基
材。
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